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【はじめに】原子炉や加速器施設などでは、

真空式の撮像管が半導体式の撮像素子と比

較して耐放射線性能に勝ることから現在で

も利用されている。近年、NHK 放送技術研

究所が開発したフィールドエミッタアレイ

(FEA)と光電変換膜を用いた真空式の撮像素

子は、従来の撮像管を極めて薄くすること

を可能とした[1]。我々は、この撮像素子を

放射線環境下で使用できる撮像素子とする

ことで、福島第一原子力発電所の廃炉作業

や加速器施設における新しい耐放射線撮像

素子として利用することを目指している。

本稿では、FEA と光電変換膜を用いた撮像

素子の耐放射線性能について報告する。 

【実験方法】Spindt 型 FEA と CdTe/CdS 光

電変換ダイオードを試料として以下の 3 種

類の方法で耐放射線性能を調べた。1) FEA

および光電変換膜に約 1 kGy・h-1 の線量率

でガンマ線照射を行い、約 100 kGy 程度ご

とに照射の途中で取り出して性能の劣化の

有無を調べた。2) FEA と光電変換膜を組み

合わせて構成した模擬撮像管を 14 kGy・h-1

の線量率で 1 MGy のガンマ線照射に曝し、

照射前後における光信号検出特性の評価を

行った。3) 1.2 kGy・h-1程度までの線量率の

高エネルギーX 線照射下において FEA の電

子放出特性を測定し、FEA の動作に X 線が

与える影響を調べた。 

【実験結果】1) FEAは 1.2 MGyまでのガン

マ線照射に対して、電子放出特性やエミッ

タ・ゲート間の絶縁膜の絶縁特性に大きな

変化を示さなかった[2]。また、CdTe/CdS 光

電変換膜についても、1.2 MGy程度までのガ

ンマ線照射に対して顕著な劣化を示さなか

った。2) 1 MGy のガンマ線照射を行った模

擬撮像管は照射後も十分な光信号検出能力

を示した[2]。3) FEA は短時間ではあるが、

X 線照射下においても X 線照射の無い場合

と比較してほぼ同様な電子放出特性を示し

た。これらの結果から、FEA と光電変換膜

を用いた撮像素子は高い耐放射線性能を有

することが明らかとなった。現在、プロト

タイプの作製を目指して研究開発を行って

いる。最近の成果については春季学術講演

会において別に発表する予定である[3,4]。 
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